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(54)【発明の名称】 液晶表示装置の製造方法

(57)【要約】
【課題】  ＭＩＭ型のアクティブマトリクス型液晶表示
装置で、２端子非線形抵抗素子の下部電極と上部電極と
を同種の金属膜を用いて形成し、上部電極をエッチング
形成する際に生じる問題を、コストアップを避けて解決
する。
【解決手段】  非線形抵抗素子１６の上部電極１５は、
下部電極１３となる第１の金属膜の表面を陽極酸化して
形成する絶縁膜１４の上に同種の第２の金属膜をスパッ
タリング法で形成し、ウエットエッチング法でパターニ
ングして形成する。フッ酸と硝酸とを主成分とする液を
用いたウエットエッチング法では、絶縁膜１４とのエッ
チング選択比を充分にとることができ、コストアップと
なる保護絶縁膜等を形成する必要はない。また後工程用
金属マーカも、第１の金属膜で形成した金属マーカの上
に上部電極１５と同じ第２の金属膜を重合わせて形成し
たり、第２の金属膜のみで形成することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  一対の透明基板が液晶層を挟んで対向
し、一方の透明基板は行または列に平行して配列される
複数の透明電極を有し、他方の透明基板は、信号電極で
ある金属配線と、マトリクス状に配置される画素電極
と、それぞれの画素電極と信号電極との間に直列に接続
される非線形抵抗素子とを有するアクティブマトリクス
型の液晶表示装置の製造方法において、
非線形抵抗素子を、下部電極－絶縁層－上部電極の３層
構造として、該下部電極と該上部電極とを同種の金属膜
で形成し、
該上部電極を、ウエットエッチングによってパターン形
成することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【請求項２】  前記上部電極のパターン形成時のウエッ
トエッチング液として、フッ酸（ＨＦ）と硝酸（ＨＮＯ
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）とを主成分とする液を用いてエッチングを行うこと
を特徴とする請求項１記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項３】  一対の透明基板が液晶層を挟んで対向
し、一方の透明基板は行または列に平行して配列される
複数の透明電極を有し、他方の透明基板は、信号電極で
ある金属配線と、マトリクス状に配置される画素電極
と、それぞれの画素電極と信号電極との間に直列に接続
される非線形抵抗素子とを有するアクティブマトリクス
型の液晶表示装置の製造方法において、
非線形抵抗素子を、下部電極－絶縁層－上部電極の３層
構造として、該下部電極と該上部電極とを下部金属およ
び上部金属でそれぞれ形成し、
後工程で位置合わせに利用する後工程用金属マーカを、
該下部金属および該上部金属を用いてパターン形成する
ことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【請求項４】  前記下部金属と前記上部金属とは同種で
あり、
該上部金属で前記後工程用金属マーカを形成する際、陽
極酸化されていない該下部金属で形成されている後工程
用金属マーカの上に該上部金属膜を重合わせて上部金属
による後工程用金属マーカを形成することを特徴とする
請求項３記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項５】  前記下部金属と前記上部金属とは同種で
あり、
該上部金属で前記後工程用金属マーカを形成する際、該
下部金属の後工程用金属マーカはフォトリソグラフィ工
程のアライメントマーカのみを形成し、
他の後工程用金属マーカは該上部金属で形成することを
特徴とする請求項３記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項６】  前記下部金属と前記上部金属とは同種で
あり、
該上部金属で前記後工程用金属マーカを形成する際、フ
ォトリソグラフィ工程の露光アライメント方式が輪郭ア
ライメントの場合、該下部金属のアライメントマーカ上
を覆うように該上部金属の膜を残し、 *
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*他の後工程用金属マーカは該上部金属で形成することを
特徴とする請求項３記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項７】  前記下部金属と前記上部金属とは同種で
あり、
該上部金属で前記後工程用金属マーカを形成する際、陽
極酸化されていない下部金属の後工程用金属マーカとは
別にサブの上部金属の後工程用金属マーカを形成するこ
とを特徴とする請求項３記載の液晶表示装置の製造方
法。
【請求項８】  一対の透明基板が液晶層を挟んで対向
し、一方の透明基板は行または列に平行して配列される
複数の透明電極を有し、他方の透明基板は、信号電極で
ある金属配線と、マトリクス状に配置される画素電極
と、それぞれの画素電極と信号電極との間に直列に接続
される非線形抵抗素子とを有するアクティブマトリクス
型の液晶表示装置の製造方法において、
非線形抵抗素子を、下部電極－絶縁層－上部電極の３層
構造として、該下部電極と該上部電極とを、同種の金属
膜で形成し、
該金属膜で下部信号配線をパターン形成し、
該下部信号配線上を陽極酸化し、
該下部信号配線上の陽極酸化膜を除去し、
陽極酸化膜を除去した下部信号配線上を覆うように上部
金属配線をパターン形成することを特徴とする液晶表示
装置の製造方法。
【請求項９】  前記パターン形成を同じプロセスで行う
ことを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載の液晶
表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、２端子非線形素子
を有するアクティブマトリクス型の液晶表示装置の製造
方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、パーソナルコンピュータ、ワード
プロセッサ、オフィスオートメーション用の端末表示装
置、テレビジョン受像機などの表示用途に、液晶表示装
置が広く使用されてきており、より大容量の表示を高画
質で行うことが求められている。従来の液晶表示装置
は、ＳＴＮ（Super Twisted Nematic)方式の電圧平均化
法による単純マトリクス駆動を行っているけれども、こ
の方式では走査線の増加によってコントラスト比が充分
に得られなくなり、大容量表示には適さない。そこで、
表示画面を構成している個々の画素にスイッチング素子
を設けるアクティブ駆動方式が開発されている。アクテ
ィブ駆動に用いるスイッチング素子としては、Thin Fil
m TransistorからＴＦＴと略称される薄膜トランジスタ
や、２端子非線形抵抗素子が用いられる。２端子非線形
抵抗素子を用いるアクティブ駆動の液晶表示装置は、構
造が簡単で、製造コストの面で有利となることが期待さ
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れ、有望視されている。２端子非線形抵抗素子のうちで
は、Metal-Insulator-MetalからＭＩＭと略称される金
属－絶縁体－金属の３層構造を有するものが実用化され
ている。ＭＩＭについての基本的な製造技術は、たとえ
ば特開昭５５－１６１２７３号公報や特開昭５８－１７
８３２０号公報に記載されている。
【０００３】図８および図９は、ＭＩＭ素子を画素駆動
用のスイッチング素子として用いる液晶表示装置の概略
的な構成を示す。図８は部分的な平面構成を示し、図９
は図８の切断面線ＩＸ－ＩＸから見た断面構成を示す。
以下、図８および図９を用いて、ＭＩＭ素子をスイッチ
ング素子として用いる液晶表示装置の製造方法の概要を
説明する。まず図９のガラス基板１上にスパッタリング
法などによって、信号配線２および下部電極３となるタ
ンタル（Ｔａ）薄膜を厚み３０００オングストロームに
積層し、フォトリソグラフィ法によって所定の形状にパ
ターニングする。その後、陽極酸化法によって、下部電
極３の表面に厚み６００オングストロームの絶縁膜４を
形成する。次に、下部電極３の表面を陽極酸化した状態
の基板全面に、スパッタリング法などによって上部電極
５となるチタン（Ｔｉ）を厚み４０００オングストロー
ムに積層し、フォトリソグラフィ法によって所定の形状
にパターニングする。このようにして、下部電極３、絶
縁膜４および上部電極５から成り、上部電極５と下部電
極３とは異種の材料である非線形抵抗素子６が形成され
る。さらにIndium Tin OxideからＩＴＯと略称される酸
化インジウム－酸化スズ固溶体などから成る透明電極膜
を積層し、パターニングして画素電極７を形成する。
【０００４】しかしながら、このような液晶表示装置で
スイッチング素子として形成する非線形抵抗素子６の電
流電圧特性を測定すると、正極性側と負極性側とで同一
の電圧値に対応する電流値が等しくならない。これは、
上部電極５および絶縁膜４の界面状態と、下部電極３お
よび絶縁膜４の界面状態とがそれぞれ異なるためである
と考えられる。一般に液晶表示装置では、直流電圧印加
時に生じる電気化学反応を抑制するために、交流電圧駆
動が行われる。正極側と負極側とで非対称な特性を持つ
非線形抵抗素子６を形成した液晶表示装置を交流駆動す
ると、液晶に非対称な交流波形が印加されることにな
り、直流成分が残って液晶の劣化が生じるとともに、フ
リッカ現象や表示の焼付きの問題が生じる。
【０００５】このような液晶の劣化およびフリッカ現象
や表示の焼付きの問題については、非線形抵抗素子６の
上部電極５と下部電極３とを同種の材料で構成すれば、
電流電圧特性の対称性が改善されて、問題が解決するこ
とが既に判明している。しかしながら、上部電極５と下
部電極３とを同種の材料で構成することは、以下の理由
によって困難である。
【０００６】上部電極５のパターン形成は、従来はドラ
イエッチングによって行っている。このとき、後工程で
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位置合わせに利用する後工程用金属マーカも、上部電極
５を形成する金属を用いて、同時にパターン形成する。
このような上部電極５と後工程用金属マーカとをドライ
エッチングする際には、既に下部電極３およびその上の
絶縁膜４が形成され、また下部電極３の形成時に下部の
金属マーカも形成されている。上部電極５と上部の後工
程用金属マーカをパターン形成するドライエッチングで
は、絶縁膜４や下部の後工程用金属マーカとのエッチン
グの選択比が充分にとれずに、絶縁膜４や下部電極３の
部分にまでエッチングが進行し、健全な非線形抵抗素子
６を形成することが困難になる。また下部電極形成時に
形成した後工程用金属マーカについても同様にエッチン
グが進行し、健全な後工程用金属マーカの形成が困難と
なる。
【０００７】この問題を解決するために、たとえば特開
平６－３２４３５４号公報では、非線形抵抗素子の絶縁
層の部分に保護絶縁膜を設ける構造が提案されている。
上部電極を下部電極と同種の金属材料で形成し、上部電
極をエッチングする際に絶縁膜や下部電極のエッチング
との選択比を充分にとれなくても、保護絶縁膜によって
絶縁層へのエッチングの悪影響を排除し、電流電圧の対
称性を改善した非線形抵抗素子を形成可能にしている。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】前述のように、従来は
ＭＩＭ型の非線形抵抗素子の電流電圧特性に非対称性が
生じるという問題があり、この非対称性を解決すべく上
部電極と下部電極とを同種の金属で形成しようとする
と、上部電極をエッチング形成する際に、絶縁膜および
下部電極形成時に形成する後工程用金属マーカとのエッ
チング選択比を充分にとることができなくなり、非線形
抵抗素子および後工程用金属マーカの形成が困難となっ
てしまう。また、特開平６－３２４３５４号公報に示さ
れる保護絶縁膜を形成する方法では、保護絶縁膜形成工
程が新たに追加されるため、コストアップが生じる問題
がある。
【０００９】本発明の目的は、下部電極－絶縁層－上部
電極の３層構造からなる非線形抵抗素子の上部電極を下
部電極と同一の金属膜で形成して対称性を良好にし、し
かも絶縁層の部分に保護絶縁膜等を形成しないでも絶縁
層に対するダメージを与えないようなエッチング選択比
を充分にとることができる液晶表示装置の製造方法を提
供することである。
【００１０】また本発明の他の目的は、下部電極と上部
電極とを同種の金属膜を用いて形成し、上部電極をエッ
チングによってパターン形成する際に、下部電極形成時
に形成されている後工程用金属マーカとのエッチング選
択比が充分にとれない場合でも、後工程用金属マーカの
パターン形成が可能な液晶表示装置の製造方法を提供す
ることである。
【００１１】
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【課題を解決するための手段】本発明は、一対の透明基
板が液晶層を挟んで対向し、一方の透明基板は行または
列に平行して配列される複数の透明電極を有し、他方の
透明基板は、信号電極である金属配線と、マトリクス状
に配置される画素電極と、それぞれの画素電極と信号電
極との間に直列に接続される非線形抵抗素子とを有する
アクティブマトリクス型の液晶表示装置の製造方法にお
いて、非線形抵抗素子を、下部電極－絶縁層－上部電極
の３層構造として、該下部電極と該上部電極とを同種の
金属膜で形成し、該上部電極を、ウエットエッチングに
よってパターン形成することを特徴とする液晶表示装置
の製造方法である。
【００１２】本発明に従えば、アクティブマトリクス型
の液晶表示装置は、一対の透明基板が液晶層を挟んで対
向し、一方の透明基板は行または列に平行して配列され
る複数の透明電極を有し、他方の透明基板は、信号電極
である金属配線と、マトリクス状に配置される画素電極
と、それぞれの画素電極と信号電極との間に直列に接続
される非線形抵抗素子とを有する。非線形抵抗素子は、
下部電極－絶縁層－上部電極の３層構造として形成さ
れ、下部電極と上部電極とは同種の金属膜で形成され
る。上部電極はウエットエッチングによってパターン形
成するので、絶縁層との間のエッチング選択比を充分に
とることができ、下部電極と上部電極とに同種の金属膜
を用いるので、非線形抵抗素子は電流電圧の対称性を良
好にすることができ、上部電極のパターン形成をウエッ
トエッチングで行うので、絶縁層や下部電極とのエッチ
ング選択比を充分にとって、健全な非線形抵抗素子を得
ることができる。
【００１３】また本発明は、前記上部電極のパターン形
成時のウエットエッチング液として、フッ酸（ＨＦ）と
硝酸（ＨＮＯ
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）とを主成分とする液を用いてエッチン

グを行うことを特徴とする。
【００１４】本発明に従えば、上部電極のパターン形成
時には、フッ酸と硝酸とを主成分とするウエットエッチ
ング液を用いてエッチングを行うので、下部電極と上部
電極とに同種の金属膜を用いても、上部電極のパターン
形成の際に、下部電極や絶縁層に対するエッチング選択
比を充分にとることができる。
【００１５】さらに本発明は、一対の透明基板が液晶層
を挟んで対向し、一方の透明基板は行または列に平行し
て配列される複数の透明電極を有し、他方の透明基板
は、信号電極である金属配線と、マトリクス状に配置さ
れる画素電極と、それぞれの画素電極と信号電極との間
に直列に接続される非線形抵抗素子とを有するアクティ
ブマトリクス型の液晶表示装置の製造方法において、非
線形抵抗素子を、下部電極－絶縁層－上部電極の３層構
造として、該下部電極と該上部電極とを下部金属および
上部金属でそれぞれ形成し、後工程で位置合わせに利用
する後工程用金属マーカを、該下部金属および該上部金
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属を用いてパターン形成することを特徴とする液晶表示
装置の製造方法である。
【００１６】本発明に従えば、アクティブマトリクス型
の液晶表示装置を、一対の透明基板が液晶層を挟んで対
向し、一方の透明基板は行または列に平行して配列され
る複数の透明電極を有し、他方の透明基板は、信号電極
である金属配線と、マトリクス状に配置される画素電極
と、それぞれの画素電極と信号電極との間に直列に接続
される非線形抵抗素子とを有するように形成し、非線形
抵抗素子を、下部電極－絶縁層－上部電極の３層構造と
して形成する。下部電極と上部電極とを下部金属および
上部金属でそれぞれ形成する。後工程で位置合わせに利
用する後工程用金属マーカは、下部金属および上部金属
を用いてパターン形成するので、上部金属をパターン形
成する際に下部金属に対するエッチング選択比を充分に
とれない場合でも、上部金属による後工程用金属マーカ
は形成されるので、後工程で有効に位置合わせに利用す
ることができる。
【００１７】また本発明は、前記下部金属と前記上部金
属とは同種であり、該上部金属で前記後工程用金属マー
カを形成する際、陽極酸化されていない該下部金属で形
成されている後工程用金属マーカの上に該上部金属膜を
重合わせて上部金属による後工程用金属マーカを形成す
ることを特徴とする。
【００１８】本発明に従えば、上部金属と下部金属とを
同種とし、上部金属で後工程用金属マーカを形成する際
に、陽極酸化されていない下部金属で形成されている後
工程用金属マーカの上に重合わせて形成するので、下部
金属は上部金属で覆われ、上部金属と下部金属とを同種
にしてエッチング選択比を充分にとることができなくて
も、後工程で位置合わせのために利用する金属マーカを
残すことができる。
【００１９】また本発明は、前記下部金属と前記上部金
属とは同種であり、該上部金属で前記後工程用金属マー
カを形成する際、該下部金属の後工程用金属マーカはフ
ォトリソグラフィ工程のアライメントマーカのみを形成
し、他の後工程用金属マーカは該上部金属で形成するこ
とを特徴とする。
【００２０】本発明に従えば、下部金属と上部金属とを
同種とし、フォトリソグラフィ工程のアライメントマー
カのみを下部金属で形成し、他の後工程用金属マーカは
上部金属で形成するので、上部金属をエッチングしてパ
ターン形成しても、上部金属の後工程用金属マーカを残
して後工程で利用することができる。
【００２１】また本発明は、前記下部金属と前記上部金
属とは同種であり、該上部金属で前記後工程用金属マー
カを形成する際、フォトリソグラフィ工程の露光アライ
メント方式が輪郭アライメントの場合、該下部金属のア
ライメントマーカ上を覆うように該上部金属の膜を残
し、他の後工程用金属マーカは該上部金属で形成するこ
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7
とを特徴とする。
【００２２】本発明に従えば、下部金属と上部金属とを
同種として、フォトリソグラフィ工程の露光アライメン
ト方式が輪郭アライメントの場合に、下部金属のアライ
メントマーカを覆うように上部金属膜を残し、他の後工
程用金属マーカは上部金属で形成するので、フォトリソ
グラフィ工程の輪郭アライメント方式に使用する後工程
用金属マーカを確実に上部金属で保護し、他の後工程用
金属マーカは上部金属で形成して後工程で有効に利用す
ることができる。
【００２３】また本発明は、前記下部金属と前記上部金
属とは同種であり、該上部金属で前記後工程用金属マー
カを形成する際、陽極酸化されていない下部金属の後工
程用金属マーカとは別にサブの上部金属の後工程用金属
マーカを形成することを特徴とする。
【００２４】本発明に従えば、下部金属と上部金属とは
同種であり、陽極酸化されていない下部金属の後工程用
金属マーカとは別にサブの上部金属の後工程用金属マー
カを形成するので、下部金属の後工程用金属マーカは上
部金属のパターン形成のエッチングの際に除去されて
も、上部金属で形成するサブの後工程用金属マーカを残
して後工程の位置合わせに利用することができる。
【００２５】さらに本発明は、一対の透明基板が液晶層
を挟んで対向し、一方の透明基板は行または列に平行し
て配列される複数の透明電極を有し、他方の透明基板
は、信号電極である金属配線と、マトリクス状に配置さ
れる画素電極と、それぞれの画素電極と信号電極との間
に直列に接続される非線形抵抗素子とを有するアクティ
ブマトリクス型の液晶表示装置の製造方法において、非
線形抵抗素子を、下部電極－絶縁層－上部電極の３層構
造として、該下部電極と該上部電極とを、同種の金属膜
で形成し、該金属膜で下部信号配線をパターン形成し、
該下部信号配線上を陽極酸化し、該下部信号配線上の陽
極酸化膜を除去し、陽極酸化膜を除去した下部信号配線
上を覆うように上部金属配線をパターン形成することを
特徴とする液晶表示装置の製造方法である。
【００２６】本発明に従えば、下部電極－絶縁層－上部
電極の３層構造を有する非線形抵抗素子を、一対の透明
基板が液晶層を挟んで対向し、一方の透明基板は行また
は列に平行して配列される複数の透明電極を有し、他方
の透明電極は、信号電極である金属配線と、マトリクス
状に排出される画素電極とを有するアクティブマトリク
ス型液晶表示装置を製造する。非線形抵抗素子は、画素
電極と信号電極との間に直列に接続される。下部電極と
上部電極とを同種の金属膜で形成し、その金属膜で下部
信号配線をパターン形成し、下部信号配線上に陽極酸化
で絶縁膜を形成し、絶縁膜を除去した後、信号配線上を
覆うように上部信号配線をパターン形成する。信号配線
を、下部信号配線および上部信号配線で重ねて形成する
ので、低抵抗配線化を図ることができる。
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【００２７】また本発明は、前記パターン形成を同じプ
ロセスで行うことを特徴とする。本発明に従えば、パタ
ーン形成を同じプロセスで行うので、マスクパターンを
変更すれば新たな工程の増加もなく、コストアップが全
くない状態で、非線形抵抗素子を有するアクティブマト
リクス型の液晶表示装置を製造することができる。
【００２８】
【発明の実施の形態】図１および図２は、本発明の実施
の第１形態としてのアクティブマトリクス型液晶表示装
置の部分的な構成を示す。図１は部分的な平面構成を示
し、図２は図１の切断面線ＩＩ－ＩＩから見た断面構成
を示す。このようなアクティブマトリクス型液晶表示装
置１０は、まずガラス基板などの絶縁透光性基板１１の
表面全体に、信号配線１２や下部電極１３などを形成す
るために用いる第１の金属膜を形成する。第１の金属膜
は、たとえば厚さ０．３０μｍのタンタル（Ｔａ）膜を
スパッタリング法等によって絶縁透光性基板１１の表面
全体に形成する。スパッタリングによって形成された第
１の金属膜は、フォトリソグラフィ法を用いて所定の形
状にパターン形成し、信号配線１２とＭＩＭ型の非線形
抵抗素子の下部電極１３とを形成する。パターン形成の
ためのエッチング法は、４フッ化炭素（ＣＦ

4
）と酸素

（Ｏ
2
）との混合ガスを用いたドライエッチング法、あ

るいはフッ酸（ＨＦ）と硝酸（ＨＮＯ
3
）とを主成分と

する液を用いるウエットエッチング法を用いることがで
きる。次に、第１の金属膜による下部電極１３をパター
ン形成した絶縁透光性基板１１を、濃度０．１～３重量
％の酒石酸アンモニウム水溶液中に浸し、液中で陽極酸
化を行って、第１の金属膜のタンタル膜の表面を酸化し
て、絶縁膜として厚さ０．０５μｍ～０．１μｍの酸化
タンタル（Ｔａ

2
Ｏ
5
）膜による絶縁膜１４を形成する。

【００２９】次に、非線形抵抗素子の上部電極を形成す
るにあたって、まず下部電極１３と同じ材料であるタン
タル膜を、第２の金属膜として、絶縁透光性基板１１上
に０．２μｍ～０．４μｍの厚さで形成する。その後、
フッ酸（ＨＦ）と硝酸（ＨＮＯ

3
）を主成分とする液を

用いたウェットエッチングによって、上部電極１５を形
成する。ここで、上部電極１５形成用のエッチング液で
あるフッ酸と硝酸とを主成分とする液は、酸化タンタル
による絶縁膜１４をほとんどエッチングすることはな
く、選択比を充分にとることができ、問題なく非線形抵
抗素子１６を形成することができる。しかし、上部電極
１５の形成のために、下部電極１３を形成するときに用
いるようなドライエッチング法を用いると、酸化タンタ
ルによる絶縁膜１４や第１の金属膜として形成する下部
電極１３がエッチングされ、健全な非線形抵抗素子１６
の形成が困難となる。このことから、上部電極１５を形
成するときに用いるエッチング方法は、絶縁膜１４との
選択比を充分にとることができるフッ酸と硝酸とを主成
分とする液を用いるウエットエッチング法が最適である
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ことが判る。次に、絶縁透光性基板１１の表面全体に、
ＩＴＯ膜を形成し、このＩＴＯ膜を図１および図２に示
す所定の形状にパターニングして、画素電極１７を形成
する。
【００３０】このようにして非線形抵抗素子１６および
画素電極１７を形成した後に、従来と同様、この非線形
抵抗素子１６が形成されたマトリクスアレイ基板と、図
示していない対向基板との双方に、ポリイミド樹脂を塗
布し、ラビング処理を施して液晶の配向膜を形成する。
この後マトリクスアレイ基板および対向基板を、たとえ
ば５μｍの間隔で対向させ、この間に液晶を注入し、駆
動回路を接続することによって、液晶表示装置を完成さ
せることができる。
【００３１】本実施形態では、非線形抵抗素子１６の上
部電極１５を形成する第２の金属膜と下部電極１３を形
成する第１の金属膜とに同じ材料を用いても、絶縁膜１
４および下部電極１３に影響させずに上部電極１５を形
成することが可能となる。上部電極１５と絶縁膜１４と
の界面状態を、絶縁膜１４と下部電極１３との界面状態
１２にほぼ等しくすることができて、電流電圧の対称性
が改善され、良好な表示特性を得ることができ、フリッ
カ現象や表示の焼付きの問題を解消することができる。
【００３２】図３～図６は、本発明の実施の第２形態と
して、図１および図２に示すような非線形抵抗素子１６
とともにパターン形成される後工程用金属マーカについ
て示す。図３はフォトアライメントマーカ２０、図４は
液晶工程用後半マーカ２１、図５は貼合わせ勘合マーカ
２２、図６は分断マーカ２３をそれぞれ示す。フォトア
ライメントマーカ２０は、フォトリソグラフィ工程で位
置合わせを行うために用いる。このため、図１および図
２の非線形抵抗素子１６の下部電極１３を形成するため
の第１の金属膜で、上部電極１５を形成する際に位置合
わせに用いるフォトアライメントマーカ２０を形成して
おく必要がある。他の後工程用金属マーカも同時に形成
することは可能であっても、上部電極１５に第１の金属
膜と同種の金属膜を用いるときに、パターン形成の際の
エッチングでの選択比をとることができず、第１の金属
膜で形成する後工程用金属マーカもエッチングを受けて
しまう。このため第１の金属膜を用いては、図３に示す
フォトアライメントマーカ２０のみを形成し、他の後工
程用金属マーカは上部電極１５と同時に第２の金属膜で
形成する。これによって、エッチング選択比がとれなく
ても後工程用金属マーカ形成に問題ないことを実証して
いる。また、フォトリソグラフィ工程の露光アライメン
ト方式が輪郭アライメントの場合、図３に示すフォトア
ライメントマーカ２０上を、上部電極１５を形成する際
に第２の金属膜で覆っても後工程のアライメントは可能
であるので、第１の金属膜によるフォトアライメントマ
ーカ２０上に上部電極１５を形成する第２の金属膜を覆
うように残し、他の後工程用金属マーカは上部電極１５
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の形成時に形成することによって、エッチング選択比が
とれなくても後工程用金属マーカ形成に問題ないことを
実証している。また、重合わせで形成するフォトアライ
メントマーカ２０とは別に、図４～図６に示す液晶工程
用後半マーカ２１、貼合わせ勘合マーカ２２および分断
マーカ２３などは、サブの後工程用金属マーカとして上
部電極１５を形成する第２の金属膜で形成し、エッチン
グ選択比がとれなくても後工程用金属マーカ形成に問題
ないことを実証している。
【００３３】本実施形態の考え方は、図３～図６に示す
ような後工程用金属マーカ形成ばかりではなく、図７に
示すような電源接続用の端子部分についても適用するこ
とができる。すなわち、端子３０は、まず図１および図
２に示すような非線形抵抗素子１６の下部電極１３とな
る第１の金属膜を用いて下部金属端子３１を形成し、さ
らに非線形抵抗素子１６の上部電極１５を形成する際に
第２の金属膜を下部金属端子３１に重合わせて、パター
ニングによって上部金属端子３２を形成する。このよう
に下部金属端子３１の上に上部金属端子３２を重合わせ
て、電源などに接続するための端子３０を形成すること
ができる。
【００３４】図８および図９は、本発明の実施の第３形
態としてのアクティブマトリクス型液晶表示装置４０の
部分的な構成を示す。本実施形態で図１および図２に示
す実施形態に対応する部分には同一の参照符を付す。本
実施形態でも、絶縁透光性基板１１の表面全体に第１の
金属膜として厚さ０．３０μｍのタンタル（Ｔａ）膜を
スパッタリング法等により形成し、フォトリソグラフィ
法を用いて所定の形状にパターニングする。これによっ
て下部金属による信号配線１２が得られる。この際に用
いるエッチング法は、４フッ化炭素と酸素との混合ガス
を用いたドライエッチング法、あるいはフッ酸と硝酸と
を主成分とする液を用いたウエットエッチング法を用い
ることができる。次に第１の金属膜を形成した絶縁透光
性基板１１を濃度０．１～３重量％の酒石酸アンモニウ
ム水溶液中に浸し、液中で陽極酸化を行って、第１の金
属膜の表面を酸化し、厚さ０．０５μｍ～０．１μｍの
酸化タンタル膜で絶縁膜１４を形成する。次にドライエ
ッチング法によって、第１の金属膜の上の絶縁膜１４を
エッチングし、第１の金属膜の表面にむき出し部４１を
形成する。むき出し部４１は、第１の金属膜による下部
信号配線１２上に、部分的に、間隔をあけて形成する。
その上に、第１の金属膜と同じ材料であるＴａ膜を第２
の金属膜として０．２μｍ～０．４μｍの厚さで形成す
る。この後、フッ酸と硝酸とを主成分とする液を用いた
ウエットエッチングによって、上部信号配線４３と上部
電極１５とを図８および図９に示す形状にパターニング
し、信号配線４４および非線形抵抗素子１６を形成す
る。さらに後工程で画素電極１７を形成する。本実施形
態では、下部信号配線４２と上部信号配線４３とを重ね
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11
て信号配線４４を形成するので、配線抵抗を低くするこ
とができ、信号伝達時間の遅れ等による液晶表示品位の
劣化の問題を解消することができる。
【００３５】本実施形態では、信号配線４４について説
明しているけれども、図３～図６に示す実施形態と同様
に、後工程用金属マーカを同時に形成することもでき
る。
【００３６】
【発明の効果】以上のように本発明によれば、アクティ
ブマトリクス型の液晶表示装置で画素電極と信号電極と
の間に直列に接続される非線形抵抗素子の上部電極を形
成する際に、上部電極と絶縁層とのエッチングの選択比
を充分にとることができるウエットエッチング法を選択
する。これによって、新たな工程の増加もなく、コスト
アップが全くない状態で、下部電極と上部電極とを同種
の金属膜で形成して電圧電流特性の対称性が良好な非線
形抵抗素子をダメージなく形成し、高表示品位を実現す
ることができる。
【００３７】また本発明によれば、ウエットエッチング
液としてフッ酸と硝酸とを主成分とする液を用いるの
で、新たな工程の増加もなく、コストアップが全くない
状態で、下部電極と上部電極とに同種の金属膜を用いた
非線形抵抗素子を有する液晶表示装置を製造することが
できる。
【００３８】また本発明によれば、後工程で位置合わせ
に使用する後工程用金属マーカを上部金属および下部金
属の両方で形成するので、新たな工程の増加もなく、効
率よくマーカを形成することができる。
【００３９】また本発明によれば、後工程用金属マーカ
を形成する際に、上部金属と下部金属とを同種としてエ
ッチングの選択比を充分にとることができない場合で
も、下部金属による後工程用金属マーカの上に上部金属
による後工程用金属マーカを重合わせるので、工程の増
加もなくコストアップが全くない状態で後工程用金属マ
ーカを形成することができる。
【００４０】また本発明によれば、上部金属と下部金属
とを同種として、エッチングの選択比が充分にとれない
場合でも、後工程用金属マーカを形成する際に下部金属
の後工程用金属マーカはフォトリソグラフィ工程のアラ
イメントマーカのみを形成し、他の後工程用金属マーカ
は上部金属で形成するので、新たな工程の増加もなく、
コストアップが全くない状態で後工程用金属マーカを形
成することができる。
【００４１】また本発明によれば、フォトリソグラフィ
工程の露光アライメント方式が輪郭アライメントの場合
の後工程用金属マーカを、下部金属アライメントマーカ
上を上部金属膜で覆って形成するので、下部金属のアラ
イメントマーカ上に上部金属膜を覆うように残し、他の
後工程用金属マーカは上部金属で形成し、エッチング選
択比がとれなくても後工程で利用する後工程用金属マー*

12
*カを形成することができる。新たな工程の増加もなく、
コストアップも全くない状態で後工程用金属マーカを形
成することができる。
【００４２】また本発明によれば、下部金属と上部金属
とを同種とし、エッチングの選択比を充分にとることが
できなくても、下部金属と上部金属とを重合わせる後工
程用金属マーカとは別に、サブの上部金属マーカを形成
するので、新たな工程の増加もなく、コストアップが全
くない状態で後工程用金属マーカを形成することができ
る。
【００４３】さらに本発明によれば、アクティブマトリ
クス型の液晶表示装置で、画素電極と信号電極との間に
直列に接続される非線形抵抗素子を、下部電極－絶縁層
－上部電極の３層構造とし、下部電極と上部電極とを形
成する金属膜を同種とするときに、信号配線を下部電極
形成用の金属膜で形成して陽極酸化し、酸化被膜を除去
した上に上部金属配線を形成するので、信号配線の配線
抵抗を低くすることができ、信号伝播の遅れによる液晶
表示品位低下の問題を解消することができる。また、上
部電極と下部電極の金属膜を同種とするので、信号配線
の上部と下部との間の密着性も良好にして、信頼性の高
い低抵抗配線を実現することができる。
【００４４】また本発明によれば、パターン形成に用い
るマスクパターンの変更のみで、新たな工程の増加もな
く、コストアップが全くない状態で、下部電極と上部電
極とを金属膜を同種とする非線形抵抗素子を形成し、あ
るいは後工程用金属マーカを形成し、あるいは信号配線
を形成することが可能となり、液晶表示品位について
も、非線形抵抗素子の電流電圧特性を零電圧に対して正
負対象にすることができるので、フリッカ現象や表示の
焼付き等の表示品位問題を解消させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の一形態で製造されるアクティブ
マトリクス型液晶表示装置１０の１画素分の概略的な構
成を示す平面図である。
【図２】図１の切断面線ＩＩ－ＩＩから見た断面図であ
る。
【図３】本発明の実施の第２形態を適用して製造される
フォトアライメントマーカ２０を示す部分的な平面図で
ある。
【図４】本発明の実施の第２形態を適用して製造される
液晶工程用後半マーカ２１の平面図である。
【図５】本発明の実施の第２形態を適用して製造される
貼合わせ勘合マーカ２２の平面図である。
【図６】本発明の実施の第２形態を適用して製造される
分断マーカ２３の平面図である。
【図７】本発明の実施の第２形態を適用して製造される
端子３０の部分の平面図である。
【図８】本発明の実施の第３形態で製造されるアクティ
ブマトリクス型液晶表示装置４０の部分的構成を示す平
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面図である。
【図９】図８の切断面線ＩＸ－ＩＸから見た断面図であ
る。
【図１０】従来からのＭＩＭスイッチング素子を用いる
アクティブマトリクス型液晶表示装置の１画素分の概略
的な構成を示す平面図である。
【図１１】図１０の切断面線ＸＩ－ＸＩから見た断面図
である。
【符号の説明】
１０，４０  アクティブマトリクス型液晶表示装置
１１  絶縁透光性基板
１２，４４  信号配線
１３  下部電極
１４  絶縁膜 *
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*１５  上部電極
１６  非線形抵抗素子
１７  画素電極
２０  フォトアライメントマーカ
２１  液晶工程用後半マーカ
２２  貼合わせ勘合マーカ
２３  分断マーカ
３０  端子
３１  下部金属端子
３２  上部金属端子
４１  むき出し部
４２  下部信号配線
４３  上部信号配線

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】

【図１１】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９】

【図１０】
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